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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の第１貫通孔を有する金属板と、前記金属板の上面及び下面と前記第１貫通孔の内
側面とを被覆する第１絶縁層と、前記第１絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第１絶縁層か
ら露出された上端面を有する貫通電極と、前記貫通電極と接続され、前記第１絶縁層の下
面に形成された第１配線層と、を有するコア基板と、
　感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる絶縁層と配線層とを有し、前記第１絶縁
層の上面に積層された配線構造と、
　前記コア基板の下面に形成された最外絶縁層と、を有し、
　前記第１絶縁層の上面と前記貫通電極の上端面とが研磨面であり、
　前記配線構造の配線密度は、前記コア基板の配線密度よりも高く、
　前記金属板は、前記第１絶縁層の厚さ方向の中心よりも前記配線構造側に片寄って設け
られていることを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記配線構造は、
　前記貫通電極の上端面に接するように、前記第１絶縁層の上面に形成された第２配線層
と、
　前記第２配線層の一部を被覆するように前記第１絶縁層の上面に形成された第２絶縁層
と、を有し、
　前記配線構造の最上層の配線層は、電子部品と接続されるパッドを有することを特徴と
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する請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記第１絶縁層は、前記第１貫通孔と平面視で重なる位置に、前記第１貫通孔よりも平
面形状が小さく形成された第２貫通孔を有し、
　前記貫通電極は、前記第２貫通孔を充填するように形成され、
　前記第１配線層は、前記貫通電極と一体に形成されていることを特徴とする請求項１又
は２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記金属板は、前記第１絶縁層よりも熱膨張係数の低い材料であって、且つ前記第１絶
縁層よりも弾性率の高い材料からなることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記
載の配線基板。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の配線基板と、前記配線構造の最上層の配線層にフ
リップチップ実装された半導体チップと、を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　複数の第１貫通孔を有する金属板を準備する工程と、
　前記金属板の上面及び下面を被覆し、前記第１貫通孔を充填する第１絶縁層を形成する
工程と、
　前記第１絶縁層の前記第１貫通孔と平面視で重なる位置に、前記第１絶縁層を厚さ方向
に貫通し、前記第１貫通孔よりも平面形状が小さい第２貫通孔を形成する工程と、
　前記第２貫通孔を充填するとともに、前記第１絶縁層の上面及び下面を被覆する導電層
を形成する工程と、
　前記第１絶縁層の下面に形成された前記導電層をパターニングし、前記第１絶縁層の下
面に第１配線層を形成する工程と、
　前記第１絶縁層の上面から突出した前記導電層と前記第１絶縁層の上面の一部とを研磨
することにより、前記第１絶縁層の上面に露出する上端面を有し、前記第１配線層と一体
に形成された貫通電極を前記第２貫通孔内に形成する工程と、
　前記第１絶縁層の上面に、感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる絶縁層と配線
層とを複数層有する配線構造を積層する工程と、を有し、
　前記配線構造の配線密度は、前記第１配線層の配線密度よりも高く、
　前記第１絶縁層の上面の一部を研磨する工程では、前記金属板が前記第１絶縁層の厚さ
方向の中心よりも前記配線構造側に片寄って配置されるように前記第１絶縁層の上面を研
磨することを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記第１絶縁層を形成する工程の前に、前記金属板をフレームに固定する工程を有し、
　前記配線構造を積層する工程の後に、前記フレームから前記金属板を分離する工程を有
し、
　前記フレームは、前記金属板が固定されてから前記金属板が分離されるまでの間、前記
金属板の外周部を外方に引っ張った状態で前記金属板を固定していることを特徴とする請
求項６に記載の配線基板の製造方法。
【請求項８】
　前記第１配線層を形成する工程では、前記第１絶縁層の上面に形成された前記導電層の
一部を除去することを特徴とする請求項６又は７に記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板、半導体装置及び配線基板の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップ等の電子部品が搭載される配線基板として、配線パターンを高密度
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化するため、コア基板の上下両面にビルドアップ法により複数の配線層及び絶縁層を交互
に積層した配線基板が知られている。この種の配線基板として、コア基板上に、熱硬化性
樹脂からなる絶縁層を含む低密度配線層を形成し、その低密度配線層上に、感光性樹脂か
らなる絶縁層を含む高密度配線層を形成した配線基板が提案されている（例えば、特許文
献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－２２５６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年では、配線基板に搭載される電子部品の高密度化及び小型化が一層進み
、配線基板に対する小型化・薄型化の要請はさらに高まっている。しかしながら、このよ
うな要求に応えるために、配線基板のコア基板を薄型化すると、コア基板の機械的強度が
低下するため、配線基板の剛性が低下して配線基板に反りが発生し易くなるという問題が
生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一観点によれば、複数の第１貫通孔を有する金属板と、前記金属板の上面及び
下面と前記第１貫通孔の内側面とを被覆する第１絶縁層と、前記第１絶縁層を厚さ方向に
貫通し、前記第１絶縁層から露出された上端面を有する貫通電極と、前記貫通電極と接続
され、前記第１絶縁層の下面に形成された第１配線層と、を有するコア基板と、感光性樹
脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる絶縁層と配線層とを有し、前記第１絶縁層の上面に
積層された配線構造と、前記コア基板の下面に形成された最外絶縁層と、を有し、前記第
１絶縁層の上面と前記貫通電極の上端面とが研磨面であり、前記配線構造の配線密度は、
前記コア基板の配線密度よりも高く、前記金属板は、前記第１絶縁層の厚さ方向の中心よ
りも配線構造側に片寄って設けられている。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、反りを抑制することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】（ａ）は、一実施形態の配線基板を示す概略断面図、（ｂ）は、（ａ）に示した
配線基板の一部を拡大した拡大断面図。
【図２】一実施形態の半導体装置を示す概略断面図。
【図３】（ａ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図、（ｂ）は、一実
施形態の配線基板の製造方法を示す概略平面図。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図６】（ａ）～（ｄ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図７】（ａ）、（ｂ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、一実施形態について添付図面を参照して説明する。
　なお、添付図面は、便宜上、特徴を分かりやすくするために特徴となる部分を拡大して
示している場合があり、各構成要素の寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。ま
た、断面図では、各部材の断面構造を分かりやすくするために、一部の部材のハッチング
を梨地模様に代えて示し、一部の部材のハッチングを省略している。なお、本明細書にお
いて、「平面視」とは、対象物を図１等の鉛直方向（図中上下方向）から視ることを言い
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、「平面形状」とは、対象物を図１等の鉛直方向から視た形状のことを言う。
【０００９】
　まず、図１に従って配線基板１０の構造について説明する。
　図１（ａ）に示すように、配線基板１０は、コア基板１１と、コア基板１１の下面に積
層されたソルダレジスト層１２と、コア基板１１の上面に積層された配線構造１３とを有
している。
【００１０】
　コア基板１１は、コア材となる金属板２０と、金属板２０を被覆する絶縁層２１と、絶
縁層２１を厚さ方向に貫通する貫通電極２５と、絶縁層２１の下面に形成された配線層２
６とを有している。
【００１１】
　金属板２０は、例えば、平面視略矩形状の平板である。金属板２０の厚さは、例えば、
２０～１００μｍ程度とすることができる。金属板２０の材料としては、例えば、熱膨張
係数（ＣＴＥ：Coefficient of Thermal Expansion）の低い金属材料を用いることができ
る。例えば、金属板２０の材料としては、絶縁層２１の熱膨張係数（例えば、１０～３０
ｐｐｍ／℃）よりも低い熱膨張係数を有する金属材料を用いることが好ましい。また、金
属板２０の材料としては、弾性率の高い金属材料を用いることができる。例えば、金属板
２０の材料としては、絶縁層２１の弾性率（例えば、ヤング率が１５～３０ＧＰａ）より
も高い弾性率を有する金属材料を用いることが好ましい。例えば、金属板２０の材料とし
ては、熱膨張係数が３～２５ｐｐｍ／℃程度であって、ヤング率が６０～３５０ＧＰａ程
度である金属材料を用いることができる。このような金属板２０の材料としては、例えば
、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、ステンレス鋼（ＳＵＳ）、ニッケル（Ｎｉ）、
銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）を用いることができる。本実施形態では、薄型化の容
易さ、加工のし易さなどの点から、タングステンを使用している。
【００１２】
　金属板２０には、所要の箇所（図１（ａ）では３箇所）に貫通孔２０Ｘが形成されてい
る。貫通孔２０Ｘは、金属板２０の上面２０Ａから下面２０Ｂまでを貫通するように形成
されている。貫通孔２０Ｘの平面形状は、任意の形状及び任意の大きさとすることができ
る。例えば、貫通孔２０Ｘの平面形状は、直径が２０～１５０μｍ程度の円形状とするこ
とができる。なお、貫通孔２０Ｘの開口幅は、金属板２０の厚さと同程度の長さまで小さ
く設定することができる。
【００１３】
　絶縁層２１は、金属板２０の上面２０Ａと金属板２０の下面２０Ｂと貫通孔２０Ｘの内
側面とに接し、それら上面２０Ａ全面、下面２０Ｂ全面及び貫通孔２０Ｘの内側面全面を
被覆するように形成されている。また、絶縁層２１は、金属板２０の外側面を露出するよ
うに形成されている。絶縁層２１の外側面は、例えば、金属板２０の外側面と略面一に形
成されている。絶縁層２１の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂
などの熱硬化性樹脂を主成分とする非感光性の絶縁性樹脂を用いることができる。絶縁層
２１は、例えば、シリカやアルミナ等のフィラーを含有していてもよい。
【００１４】
　図１（ｂ）に示すように、絶縁層２１は、例えば、金属板２０の上面２０Ａに形成され
た絶縁層２２と、金属板２０の下面２０Ｂに形成された絶縁層２３と、貫通孔２０Ｘの内
側面に沿って形成された絶縁層２４とが一体に形成されて構成されている。ここで、絶縁
層２２の厚さは、絶縁層２３よりも薄く形成されている。例えば、絶縁層２２の厚さは、
絶縁層２３の厚さの１／２～１／３倍程度の厚さに設定することができる。絶縁層２２の
厚さは例えば１０～１５μｍ程度とすることができ、絶縁層２３の厚さは例えば２０～３
０μｍ程度とすることができる。
【００１５】
　別の見方をすると、金属板２０は、絶縁層２１の厚さ方向の中心位置Ｄ１よりも上側（
配線構造１３側）に片寄って設けられている。具体的には、金属板２０の厚さ方向の中心
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位置Ｄ２は、中心位置Ｄ１よりも上側に片寄った位置に配置されている。さらに、金属板
２０は、配線基板１０全体の厚さ方向の中心付近に配設されるように、中心位置Ｄ１より
も上側に片寄って設けられている。具体的には、金属板２０は、ソルダレジスト層１２を
除く配線基板１０全体の厚さ方向の中心に配設されるように、中心位置Ｄ１よりも上側に
片寄って設けられている。すなわち、配線基板１０では、ソルダレジスト層１２を除く配
線基板１０全体の厚さ方向の中心に金属板２０が配設されるように、絶縁層２２の厚さと
絶縁層２３の厚さとが設定されている。
【００１６】
　また、絶縁層２１には、貫通孔２０Ｘと平面視で重なる位置に、その貫通孔２０Ｘより
も平面形状の小さい貫通孔２１Ｘが形成されている。貫通孔２１Ｘは、絶縁層２１の上面
２１Ａから下面２１Ｂまでを貫通するように形成されている。すなわち、貫通孔２１Ｘは
、絶縁層２２と絶縁層２３と絶縁層２４とを厚さ方向に貫通するように形成されている。
貫通孔２１Ｘの平面形状は、例えば、貫通孔２０Ｘと同様の形状であって、且つ、貫通孔
２０Ｘよりも一回り小さく形成されている。例えば、貫通孔２１Ｘの平面形状は、直径が
１５～１３０μｍ程度の円形状とすることができる。
【００１７】
　貫通孔２１Ｘには、絶縁層２１を厚さ方向に貫通する貫通電極２５が形成されている。
本例の貫通電極２５は、貫通孔２１Ｘを充填するように形成されている。この貫通電極２
５は、絶縁層２１（絶縁層２４）によって金属板２０と電気的に絶縁されている。なお、
貫通電極２５の材料としては、例えば、銅や銅合金を用いることができる。
【００１８】
　貫通電極２５の上端面２５Ａは、絶縁層２１の上面２１Ａから露出されている。例えば
、貫通電極２５の上端面２５Ａは、絶縁層２１の上面２１Ａと略面一に形成されている。
これら絶縁層２１の上面２１Ａ及び貫通電極２５の上端面２５Ａは、凹凸が少ない平滑面
（低粗度面）である。例えば、絶縁層２１の上面２１Ａ及び貫通電極２５の上端面２５Ａ
は研磨面である。絶縁層２１の上面２１Ａ及び貫通電極２５の上端面２５Ａは、例えば、
絶縁層２１の下面２１Ｂよりも表面粗度が小さくなっている。絶縁層２１の上面２１Ａ及
び貫通電極２５の上端面２５Ａの粗度は、表面粗さＲａ値で例えば１５～４０ｎｍ程度と
なるように設定されている。また、絶縁層２１の下面２１Ｂの粗度は、表面粗さＲａ値で
例えば３００～４００ｎｍ程度となるように設定されている。ここで、表面粗さＲａ値と
は、表面粗さを表わす数値の一種であり、算術平均粗さと呼ばれるものであって、具体的
には測定領域内で変化する高さの絶対値を平均ラインである表面から測定して算術平均し
たものである。
【００１９】
　配線層２６は、絶縁層２１の下面２１Ｂに形成されている。配線層２６は、貫通電極２
５の下面に接続され、貫通電極２５と電気的に接続されている。配線層２６は、例えば、
貫通電極２５と一体に形成されている。この配線層２６は、絶縁層２１（絶縁層２３）に
よって金属板２０と電気的に絶縁されている。配線層２６の厚さは、例えば、１５～３５
μｍ程度とすることができる。配線層２６のラインアンドスペース（Ｌ／Ｓ）は、例えば
、２０μｍ／２０μｍ程度とすることができる。ここで、ラインアンドスペース（Ｌ／Ｓ
）は、配線の幅と、隣り合う配線同士の間隔とを示す。なお、配線層２６の材料としては
、銅や銅合金を用いることができる。
【００２０】
　図１（ａ）に示すように、ソルダレジスト層１２は、以上説明したコア基板１１の下面
（具体的には、絶縁層２１の下面２１Ｂ）に、配線層２６の一部を被覆するように積層さ
れている。このソルダレジスト層１２は、配線基板１０における最外層（ここでは、最下
層）の絶縁層である。ソルダレジスト層１２の材料としては、例えば、フェノール系樹脂
やポリイミド系樹脂などを主成分とする感光性の絶縁性樹脂を用いることができる。ソル
ダレジスト層１２は、例えば、シリカやアルミナ等のフィラーを含有していてもよい。ソ
ルダレジスト層１２の厚さは、例えば、３０～５０μｍ程度とすることができる。
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【００２１】
　ソルダレジスト層１２には、最下層の配線層２６の一部を外部接続用パッドＰ１として
露出させるための開口部１２Ｘが形成されている。この外部接続用パッドＰ１には、配線
基板１０をマザーボード等の実装基板に実装する際に使用される外部接続端子５６（図２
参照）が接続されるようになっている。
【００２２】
　なお、必要に応じて、開口部１２Ｘから露出する配線層２６上に表面処理層を形成する
ようにしてもよい。表面処理層の例としては、金（Ａｕ）層、ニッケル（Ｎｉ）層／Ａｕ
層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）、Ｎｉ層／パラジウム（Ｐｄ）層／Ａ
ｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）などを挙げることができる
。ここで、Ａｕ層はＡｕ又はＡｕ合金からなる金属層、Ｎｉ層はＮｉ又はＮｉ合金からな
る金属層、Ｐｄ層はＰｄ又はＰｄ合金からなる金属層である。これらＮｉ層、Ａｕ層、Ｐ
ｄ層としては、例えば、無電解めっき法により形成された金属層（無電解めっき金属層）
を用いることができる。また、外部接続用パッドＰ１の表面に、ＯＳＰ（Organic Solder
ability Preservative）処理などの酸化防止処理を施して表面処理層を形成するようにし
てもよい。例えば、ＯＳＰ処理を施した場合には、外部接続用パッドＰ１の表面に、アゾ
ール化合物やイミダゾール化合物等の有機被膜による表面処理層が形成される。なお、開
口部１２Ｘから露出する配線層２６（あるいは、配線層２６上に表面処理層が形成されて
いる場合には、その表面処理層）自体を、外部接続端子としてもよい。
【００２３】
　開口部１２Ｘ及び外部接続用パッドＰ１の平面形状は、任意の形状及び任意の大きさと
することができる。例えば、開口部１２Ｘ及び外部接続用パッドＰ１の平面形状は、直径
が１００～１５０μｍ程度の円形状とすることができる。また、外部接続用パッドＰ１の
ピッチは、例えば、２００～３００μｍ程度とすることができる。
【００２４】
　次に、配線構造１３の構造について説明する。
　配線構造１３は、絶縁層２１の上面２１Ａに積層された配線構造である。配線構造１３
は、コア基板１１の配線層２６よりも配線密度の高い配線層が形成された高密度配線層で
ある。
【００２５】
　配線構造１３は、絶縁層２１の上面２１Ａに形成された配線層３０と、絶縁層３１と、
配線層３２と、絶縁層３３と、配線層３４とが順に積層された構造を有している。
　ここで、絶縁層３１，３３の材料としては、例えば、フェノール系樹脂やポリイミド系
樹脂等の感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂を用いることができる。これら絶縁層３１
，３３は、例えば、シリカやアルミナ等のフィラーを含有していてもよい。また、配線層
３０，３２，３４の材料としては、例えば、銅や銅合金を用いることができる。
【００２６】
　配線層３０，３２，３４は、コア基板１１の配線層２６よりも薄い配線層である。絶縁
層２１，３１上に形成された配線層３０，３２の厚さは、例えば、１～５μｍ程度とする
ことができる。絶縁層３３上に形成された配線層３４の厚さは、例えば、５～１０μｍ程
度とすることができる。配線層３０，３２，３４の配線幅及び配線間隔は、コア基板１１
内の配線層２６の配線幅及び配線間隔よりも小さい。配線層３０，３２，３４のラインア
ンドスペース（Ｌ／Ｓ）は、例えば、２μｍ／２μｍ程度とすることができる。また、絶
縁層３１，３３は、コア基板１１内の絶縁層２１よりも薄い絶縁層である。絶縁層３１，
３３の厚さは、例えば、３～１０μｍ程度とすることができる。
【００２７】
　配線層３０は、貫通電極２５の上端面２５Ａと接続するように、絶縁層２１の上面２１
Ａ上に形成されている。すなわち、配線層３０の下面の一部が貫通電極２５の上端面２５
Ａと接しており、配線層３０と貫通電極２５とが電気的に接続されている。換言すると、
配線層３０と貫通電極２５とは電気的に接続されているが、一体的ではなく、別体に形成
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されている。この配線層３０は、絶縁層２１（絶縁層２２）によって金属板２０と電気的
に絶縁されている。
【００２８】
　図１（ｂ）に示すように、配線層３０は、例えば、貫通電極２５（例えば、Ｃｕ層）の
上端面２５Ａ上に形成されたシード層３０Ａ（例えば、Ｔｉ層とＣｕ層の積層体）と、そ
のシード層３０Ａ上に形成された金属層３０Ｂ（例えば、Ｃｕ層）とを有している。すな
わち、金属層３０Ｂは、シード層３０Ａを介して貫通電極２５に接続されている。
【００２９】
　シード層３０Ａは、貫通電極２５の上端面２５Ａを被覆するとともに、その上端面２５
Ａ周辺の絶縁層２１の上面２１Ａを被覆するように形成されている。シード層３０Ａとし
ては、スパッタ法により形成された金属膜（スパッタ膜）を用いることができる。スパッ
タ法により形成されたシード層３０Ａとしては、例えば、貫通電極２５の上端面２５Ａ及
び絶縁層２１の上面２１Ａ上に、チタン（Ｔｉ）からなるＴｉ層と、銅（Ｃｕ）からなる
Ｃｕ層とが順に積層された２層構造の金属膜を用いることができる。この場合、Ｔｉ層の
厚さは例えば１０～５０ｎｍ程度とすることができ、Ｃｕ層の厚さは例えば１００～５０
０ｎｍ程度とすることができる。なお、Ｔｉ層は、Ｃｕ層や金属層３０Ｂ（例えば、Ｃｕ
層）から絶縁層２１に銅が拡散することを抑制する金属バリア層として機能する。また、
Ｔｉ層は、絶縁層２１とシード層３０Ａとの密着性を向上させる密着層として機能する。
このような金属バリア層及び密着層として機能する金属膜の材料としては、Ｔｉの他に、
窒化チタン（ＴｉＮ）、窒化タンタル（ＴａＮ）、タンタル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）等
を用いることができる。
【００３０】
　金属層３０Ｂは、シード層３０Ａの上面を被覆するように形成されている。金属層３０
Ｂとしては、例えば、電解めっき法により形成された金属層（電解めっき金属層）を用い
ることができる。なお、金属層３０Ｂの材料としては、例えば、銅や銅合金を用いること
ができる。金属層３０Ｂの厚さは、例えば、２～５μｍ程度とすることができる。
【００３１】
　図１（ａ）に示すように、絶縁層３１は、絶縁層２１の上面２１Ａに、配線層３０の一
部を被覆するように形成されている。絶縁層３１には、所要の箇所に、当該絶縁層３１を
厚さ方向に貫通して配線層３０の上面の一部を露出する貫通孔３１Ｘが形成されている。
【００３２】
　配線層３２は、絶縁層３１の上面に形成されている。配線層３２は、配線層３０と電気
的に接続されている。この配線層３２は、貫通孔３１Ｘ内に充填されたビア配線と、絶縁
層３１の上面に形成された配線パターンとを有している。
【００３３】
　絶縁層３３は、絶縁層３１の上面に、配線層３２の一部を被覆するように形成されてい
る。絶縁層３３には、所要の箇所に、当該絶縁層３３を厚さ方向に貫通して配線層３２の
上面の一部を露出する貫通孔３３Ｘが形成されている。
【００３４】
　貫通孔３１Ｘ，３３Ｘは、図１（ａ）において上側（配線層３４側）から下側（コア基
板１１側）に向かうに連れて径が小さくなるテーパ状に形成されている。例えば、貫通孔
３１Ｘ，３３Ｘは、上側の開口端の開口径が下側の開口端の開口径よりも大径となる逆円
錐台形状に形成されている。貫通孔３１Ｘ，３３Ｘの上側の開口端の開口径は、例えば、
１０～２０μｍ程度とすることができる。
【００３５】
　配線層３４は、絶縁層３３の上面に形成されている。配線層３４は、配線層３２と電気
的に接続されている。この配線層３４は、貫通孔３３Ｘ内に充填されたビア配線と、絶縁
層３３の上面から上方に突出するパッドＰ２とを有している。パッドＰ２の平面形状は、
任意の形状及び任意の大きさとすることができる。例えば、パッドＰ２の平面形状は、直
径が２０～３０μｍ程度の円形状とすることができる。パッドＰ２のピッチは、例えば、
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４０～６０μｍ程度とすることができる。このパッドＰ２は、半導体チップ５０（図２参
照）等の電子部品と電気的に接続するための電子部品搭載用のパッドとして機能する。
【００３６】
　なお、必要に応じて、パッドＰ２の表面（上面及び側面、又は上面のみ）に表面処理層
を形成するようにしてもよい。この表面処理層としては、例えば、外部接続用パッドＰ１
上に形成される表面処理層と同様のものを用いることができる。
【００３７】
　上述したように、配線基板１０では、当該配線基板１０全体の厚さ方向の中心付近に金
属板２０が配置されている。以下に、各部材の厚さの一例について説明する。例えば、金
属板２０の上面２０Ａ側では、絶縁層２２の厚さが１０μｍ程度、配線層３０の厚さが２
μｍ程度、配線層３０の上面から絶縁層３１の上面までの厚さが５μｍ程度、配線層３２
の厚さが２μｍ程度、配線層３２の上面から絶縁層３３の上面までの厚さが５μｍ程度、
配線層３４の厚さが１０μｍ程度に設定されている。また、金属板２０の下面２０Ｂ側で
は、絶縁層２３の厚さが２０μｍ程度、配線層２６の厚さが１５μｍ程度に設定されてい
る。このように、本例の配線基板１０では、金属板２０の上面２０Ａに形成された構造体
の厚さが３４μｍ程度に設定され、金属板２０の下面２０Ｂに形成された構造体（ソルダ
レジスト層１２を除いた構造体）の厚さが３５μｍ程度に設定される。このため、金属板
２０が、ソルダレジスト層１２を除いた配線基板１０全体の厚さ方向の略中心に配置され
る。さらに、この例において、金属板２０の厚さを５０μｍ程度とし、配線層２６の下面
からソルダレジスト層１２の下面までの厚さを２５μｍ程度とすると、配線基板１０全体
の厚さを１５０μｍ以下という薄さに設定することができる。
【００３８】
　次に、図２に従って半導体装置４０の構造について説明する。
　半導体装置４０は、配線基板１０と、１つ又は複数の半導体チップ５０と、アンダーフ
ィル樹脂５５と、外部接続端子５６とを有している。
【００３９】
　半導体チップ５０は、配線基板１０にフリップチップ実装されている。すなわち、半導
体チップ５０の回路形成面（ここでは、下面）に配設された接続端子５１を、接合部材５
２を介して配線基板１０のパッドＰ２に接合することにより、半導体チップ５０は、接続
端子５１及び接合部材５２を介してパッドＰ２（配線層３４）と電気的に接続されている
。
【００４０】
　半導体チップ５０としては、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）チップやＧ
ＰＵ（Graphics Processing Unit）チップなどのロジックチップを用いることができる。
また、半導体チップ５０としては、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）
チップ、ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）チップやフラッシュメモリチップな
どのメモリチップを用いることもできる。なお、配線基板１０に複数の半導体チップ５０
を搭載する場合には、ロジックチップとメモリチップとを組み合わせて配線基板１０に搭
載するようにしてもよい。
【００４１】
　接続端子５１としては、例えば、金属ポストを用いることができる。この接続端子５１
は、半導体チップ５０の回路形成面から下方に延びる柱状の接続端子である。本例の接続
端子５１は、例えば、円柱状に形成されている。接続端子５１の材料としては、例えば、
銅や銅合金を用いることができる。なお、接続端子５１としては、金属ポストの他に、例
えば金バンプを用いることもできる。
【００４２】
　接合部材５２は、パッドＰ２に接合されるとともに、接続端子５１に接合されている。
接合部材５２としては、例えば、錫（Ｓｎ）層やはんだめっきを用いることができる。は
んだめっきの材料としては、例えば、Ｓｎ－銀（Ａｇ）系、Ｓｎ－Ｃｕ系、Ｓｎ－Ａｇ－
Ｃｕ系の鉛（Ｐｂ）フリーはんだを用いることができる。
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【００４３】
　アンダーフィル樹脂５５は、配線基板１０と半導体チップ５０との隙間を充填するよう
に設けられている。アンダーフィル樹脂５５の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂な
どの絶縁性樹脂を用いることができる。
【００４４】
　外部接続端子５６は、配線基板１０の外部接続用パッドＰ１上に形成されている。この
外部接続端子５６は、例えば、図示しないマザーボード等の実装基板に設けられたパッド
と電気的に接続される接続端子である。外部接続端子５６としては、例えば、はんだボー
ルやリードピンを用いることができる。なお、本例では、外部接続端子５６として、はん
だボールを用いている。
【００４５】
　次に、図１及び図２を参照して、配線基板１０及び半導体装置４０の作用について説明
する。
　コア基板１１のコア材として、機械的強度（剛性）の高い金属板２０を設けた。この金
属板２０により、コア基板１１の剛性を高めることができる。例えば、コア基板１１が薄
くなった場合であっても、金属板２０によってコア基板１１の剛性を確保することができ
、ひいては配線基板１０の剛性を確保することができる。このため、配線基板１０全体を
薄型化しつつも、配線基板１０に反りが発生することを好適に抑制することができる。
【００４６】
　また、配線基板１０は、コア基板１１の一方の側にソルダレジスト層１２が形成され、
他方の側に高密度配線層である配線構造１３が形成された構造、つまりコア基板１１を中
心として上下非対称の構造を有している。但し、配線基板１０では、機械的強度の高い金
属板２０を、コア基板１１内において、絶縁層２１の厚さ方向の中心位置Ｄ１よりも上側
（配線構造１３側）に片寄らせて設けるようにした。これにより、機械的強度の高い金属
板２０の位置を、配線基板１０の厚さ方向の中心に近づけることができる。このため、配
線基板１０を上下方向（厚さ方向）に見たときに、金属板２０を中心として上下対称の構
造に近づけることができる。この結果、配線基板１０を反りに強い構造とすることができ
るため、配線基板１０に反りが発生することを好適に抑制することができる。
【００４７】
　次に、配線基板１０の製造方法について説明する。なお、説明の便宜上、最終的に配線
基板１０の各構成要素となる部分には、最終的な構成要素の符号を付して説明する。
　まず、図３（ａ）に示す工程では、フレーム６０と、そのフレーム６０の上面６０Ａに
固定された金属板２０とを準備する。金属板２０としては、配線基板１０（図１参照）が
多数個取れる大判の基板が使用される。詳述すると、図３（ｂ）に示すように、金属板２
０は、複数の個別領域Ａ１が設けられたブロックＢ１と、ブロックＢ１を取り囲むように
形成された外周部Ｃ１とを有している。ブロックＢ１には、複数の個別領域Ａ１がマトリ
クス状（ここでは、３×３）に設けられている。ここで、個別領域Ａ１は、最終的に破線
に沿って切断されて個片化され、各々個別の配線基板１０となる領域である。なお、複数
の個別領域Ａ１は、図３（ｂ）に示すように所定の間隔を介して配列されてもよいし、互
いに接するように配列されてもよい。
【００４８】
　フレーム６０は、例えば、平面視矩形の枠状に形成されている。このフレーム６０の上
面６０Ａには、例えば、金属板２０の外周部Ｃ１の下面が接着（固定）されている。具体
的には、フレーム６０は、金属板２０のブロックＢ１（各個別領域Ａ１）が撓まないよう
に、金属板２０の外周部Ｃ１を所定張力で外方に引っ張った状態で金属板２０を固定して
いる。フレーム６０の材料としては、例えば、ステンレス鋼（ＳＵＳ）やアルミニウム（
Ａｌ）などの金属材料や、エポキシ樹脂などの樹脂材料を用いることができる。
【００４９】
　なお、以下に説明する図４（ａ）～図７（ｂ）の工程では、金属板２０がフレーム６０
により外方に引っ張られて固定された状態で各工程が実施される。具体的には、フレーム
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６０は、金属板２０が固定されてから金属板２０が分離されるまでの間、金属板２０の外
周部Ｃ１を外方に引っ張った状態で金属板２０を固定している。これにより、製造途中の
各工程において、金属板２０に反りが発生することを好適に抑制できる。ひいては、製造
途中の構造体（配線基板１０）に反りが発生することを好適に抑制できる。
【００５０】
　また、図３（ｂ）に示す工程では、金属板２０の各個別領域Ａ１の所要箇所に、複数の
貫通孔２０Ｘを形成する。図４（ａ）に示すように、貫通孔２０Ｘは、金属板２０を厚さ
方向に貫通するように形成される。この貫通孔２０Ｘは、例えば、エッチング加工法やプ
レス加工法を用いて形成することができる。なお、貫通孔２０Ｘは、金属板２０をフレー
ム６０に固定する前に形成してもよいし、金属板２０をフレーム６０に固定した後に形成
してもよい。
【００５１】
　図４（ａ）では、図３（ｂ）に示した大判の金属板２０のうち１つの個別領域Ａ１を拡
大して示している。以下に説明する図４（ｂ）～図６（ｄ）も同様に、１つの個別領域Ａ
１を拡大して示している。
【００５２】
　次に、図４（ｂ）に示す工程では、金属板２０の上面２０Ａ及び下面２０Ｂを被覆し、
貫通孔２０Ｘを充填する絶縁層２１を形成する。例えば、金属板２０の上方及び下方のそ
れぞれにＢ－ステージ（半硬化状態）の絶縁層を配置し、これら半硬化状態の絶縁層を上
下両面から真空雰囲気で１９０～２２０℃程度の温度で加熱・加圧する。これにより、半
硬化状態の絶縁層が貫通孔２０Ｘに充填されるとともに、半硬化状態の絶縁層によって金
属板２０の上面２０Ａ及び下面２０Ｂが被覆される。その後、熱処理によって半硬化状態
の絶縁層を硬化することにより、金属板２０の上面２０Ａを被覆する絶縁層２２と、金属
板２０の下面２０Ｂを被覆する絶縁層２３と、貫通孔２０Ｘを充填する絶縁層２４とが一
体に形成される。そして、これら絶縁層２１～２３によって絶縁層２１が構成される。さ
らに、上述した絶縁層の硬化に伴って、絶縁層２１（絶縁層２２～２４）が金属板２０に
接着される。
【００５３】
　なお、本工程における絶縁層２２の厚さは、例えば、絶縁層２３の厚さと略同じ厚さに
設定されている。この場合の絶縁層２２，２３の厚さは、例えば、２０～３０μｍ程度と
することができる。
【００５４】
　続いて、図４（ｃ）に示す工程では、絶縁層２１の所要の箇所に、絶縁層２１を厚さ方
向に貫通する貫通孔２１Ｘを形成する。本工程では、金属板２０の貫通孔２０Ｘの内側面
が絶縁層２１から露出されないように、つまり貫通孔２０Ｘの内側面を被覆する絶縁層２
１（絶縁層２４）が残るように、貫通孔２１Ｘが形成される。このため、貫通孔２１Ｘの
開口径は、貫通孔２０Ｘの開口径よりも小径に設定されている。
【００５５】
　次いで、図４（ｄ）に示す工程では、貫通孔２１Ｘの内側面を含む絶縁層２１の表面全
面を被覆するシード層（図示略）を形成し、そのシード層を給電層とする電解めっき（こ
こでは、パネルめっき）を施す。例えば、絶縁層２１の表面全面を被覆するシード層を無
電解銅めっき法により形成し、そのシード層を給電層とする電解銅めっき法を施す。これ
により、貫通孔２１Ｘを充填するとともに、絶縁層２１の上面２１Ａ全面及び下面２１Ｂ
全面を被覆する導電層６１が形成される。
【００５６】
　次に、図５（ａ）に示す工程では、絶縁層２１の下面２１Ｂ全面に形成された導電層６
１をパターニングして、絶縁層２１の下面２１Ｂに配線層２６を形成する。この配線層２
６は、例えば、サブトラクティブ法により形成することができる。また、本例では、配線
層２６の形成と同時に、絶縁層２１の上面２１Ａ全面に形成された導電層６１をパターニ
ングし、絶縁層２１の上面２１Ａに形成された導電層６１の一部を除去する。このパター
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ニングは、例えば、後工程の研磨によって除去される導電層６１、つまり絶縁層２１の上
面２１Ａに形成された導電層６１の体積を小さくするために実施する。なお、このパター
ニングは、貫通孔２１Ｘと平面視で重なる部分の導電層６１を除去しないように行われる
。
【００５７】
　続いて、例えばＣＭＰ法（Chemical Mechanical Polishing）等により、絶縁層２１の
上面２１Ａから突出する導電層６１を研磨するとともに、絶縁層２１の上面２１Ａの一部
を研磨する。これにより、図５（ｂ）に示すように、貫通孔２１Ｘ内に充填された貫通電
極２５が形成され、その貫通電極２５の上端面２５Ａが絶縁層２１の上面２１Ａと略面一
になるように形成される。また、絶縁層２１の上面２１Ａの一部を研磨することにより、
絶縁層２１の上面２１Ａが平滑化される。例えば、研磨前における絶縁層２１の上面２１
Ａの粗度が表面粗さＲａ値で３００～４００ｎｍ程度であるのに対し、研磨により絶縁層
２１の上面２１Ａの粗度を表面粗さＲａ値で１５～４０ｎｍ程度とすることができる。換
言すると、本工程では、絶縁層２１の上面２１Ａが平滑化される（例えば、表面粗さＲａ
値で１５～４０ｎｍ程度となる）ように、絶縁層２１の上面２１Ａが研磨される。なお、
絶縁層２１の下面２１Ｂの粗度は、研磨前の絶縁層２１の上面２１Ａと同程度の粗度であ
る。このため、研磨後の絶縁層２１の上面２１Ａは、絶縁層２１の下面２１Ｂよりも表面
粗度が小さくなる。本工程の研磨により、絶縁層２１の上面２１Ａと貫通電極２５の上端
面２５Ａとが研磨面となる。
【００５８】
　さらに、上述のように絶縁層２１（絶縁層２２）の上面２１Ａの一部を研磨することに
より、絶縁層２２の厚さが絶縁層２３の厚さよりも薄くなる。具体的には、絶縁層２１の
上面２１Ａの一部を研磨することにより、絶縁層２１のうち金属板２０の上面２０Ａを被
覆する絶縁層２２が薄化される。このため、絶縁層２２の厚さが、金属板２０の下面２０
Ｂを被覆する絶縁層２３の厚さよりも薄くなる。これにより、研磨前には絶縁層２１の厚
さ方向の中心付近に設けられていた金属板２０が、絶縁層２１の厚さ方向の中心よりも上
側に片寄って設けられることになる。なお、本工程では、金属板２０が絶縁層２１（絶縁
層２２）から露出されないように、絶縁層２１の研磨が行われる。
【００５９】
　ここで、本工程における絶縁層２１の削り量は、例えば５～１５μｍ程度とすることが
できる。このため、研磨後の絶縁層２２の厚さは１０～１５μｍ程度、絶縁層２３の厚さ
は２０～３０μｍ程度となる。
【００６０】
　なお、本例のＣＭＰ法では、例えば、絶縁層２１の上面２１Ａに形成された導電層６１
（図５（ａ）参照）を研磨する際には、導電層６１（金属）の研磨量が、絶縁層２１（樹
脂）の研磨量に比べて大きくなるようにスラリーの材質や研磨パッドの硬度等が調整され
ている。このとき、図５（ａ）に示した工程において、絶縁層２１の上面２１Ａに形成さ
れた導電層６１をパターニングしたため（導電層６１の体積を減らしたため）、絶縁層２
１の上面２１Ａ全面に導電層６１が形成されている場合に比べて、本工程の研磨時間を短
縮することができる。また、本例のＣＭＰ法では、例えば、絶縁層２１の上面２１Ａ全面
が露出された後に、スラリーの材質や研磨パッドの硬度等が変更される。具体的には、絶
縁層２１の上面２１Ａ全面が露出された後には、絶縁層２１（樹脂）の研磨量が、導電層
６１（金属）の研磨量に比べて大きくなるようにスラリーの材質や研磨パッドの硬度等が
調整される。
【００６１】
　以上の製造工程により、各個別領域Ａ１に、コア基板１１に対応する構造体が製造され
る。
　次に、図５（ｃ）に示す工程では、絶縁層２１の上面２１Ａ全面と貫通電極２５の上端
面２５Ａ全面とを被覆するようにシード層３０Ａを形成する。このシード層３０Ａは、例
えば、スパッタ法や無電解めっき法により形成することができる。例えば、本工程では、
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絶縁層２１の上面２１Ａが平滑面であるため、その上面２１Ａに対してスパッタ法により
シード層３０Ａを均一に形成することができ、シード層３０Ａの上面を平滑に形成するこ
とができる。
【００６２】
　例えば、スパッタ法によりシード層３０Ａを形成する場合には、まず、絶縁層２１の上
面２１Ａと貫通電極２５の上端面２５Ａとを被覆するように、それら上面２１Ａ及び上端
面２５Ａ上にチタンをスパッタリングにより堆積させてＴｉ層を形成する。その後、Ｔｉ
層上に銅をスパッタリングにより堆積させてＣｕ層を形成する。これにより、２層構造（
Ｔｉ層／Ｃｕ層）のシード層３０Ａを形成することができる。また、無電解めっき法によ
りシード層３０Ａを形成する場合には、例えば、無電解銅めっき法によりＣｕ層（１層構
造）からなるシード層３０Ａを形成することができる。
【００６３】
　次いで、図５（ｄ）に示す工程では、シード層３０Ａ上に、所定の箇所に開口パターン
６２Ｘを有するレジスト層６２を形成する。開口パターン６２Ｘは、配線層３０（図１（
ａ）参照）の形成領域に対応する部分のシード層３０Ａを露出するように形成される。レ
ジスト層６２の材料としては、例えば、次工程のめっき処理に対して耐めっき性がある材
料を用いることができる。例えば、レジスト層６２の材料としては、感光性のドライフィ
ルムレジスト又は液状のフォトレジスト（例えば、ノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等
のドライフィルムレジストや液状レジスト）等を用いることができる。例えば、感光性の
ドライフィルムレジストを用いる場合には、シード層３０Ａの上面にドライフィルムを熱
圧着によりラミネートし、そのドライフィルムをフォトリソグラフィ法によりパターニン
グして開口パターン６２Ｘを有するレジスト層６２を形成する。なお、液状のフォトレジ
ストを用いる場合にも、同様の工程を経て、レジスト層６２を形成することができる。本
工程において、シード層３０Ａの上面が平滑面になっているため、そのシード層３０Ａ上
に形成されるレジスト層６２にパターニング欠陥が生じることを抑制することができる。
すなわち、開口パターン６２Ｘを高精度に形成することができる。
【００６４】
　次に、レジスト層６２をめっきマスクとして、シード層３０Ａの上面に、そのシード層
３０Ａをめっき給電層に利用する電解めっき法を施す。具体的には、レジスト層６２の開
口パターン６２Ｘから露出されたシード層３０Ａの上面に電解めっき法（ここでは、電解
銅めっき法）を施すことにより、そのシード層３０Ａの上面に金属層３０Ｂ（電解めっき
金属層）を形成する。
【００６５】
　続いて、レジスト層６２を例えばアルカリ性の剥離液により除去する。次いで、金属層
３０Ｂをエッチングマスクとして、不要なシード層３０Ａをエッチングにより除去する。
これにより、図６（ａ）に示すように、貫通電極２５の上端面２５Ａと接触されたシード
層３０Ａと、そのシード層３０Ａ上に形成された金属層３０Ｂとからなる配線層３０が絶
縁層２１の上面２１Ａに形成される。このように、配線層３０は、セミアディティブ法に
よって形成される。また、配線層３０と貫通電極２５とは別工程で形成されるため、配線
層３０と貫通電極２５とは一体的に形成されていない。
【００６６】
　次に、図６（ｂ）に示す工程では、絶縁層２１の上面２１Ａ上に、配線層３０の上面の
一部を露出する貫通孔３１Ｘを有する絶縁層３１を形成する。例えば、絶縁層３１として
樹脂フィルムを用いる場合には、絶縁層２１の上面２１Ａに樹脂フィルムを熱圧着により
ラミネートし、その樹脂フィルムをフォトリソグラフィ法によりパターニングして絶縁層
３１を形成する。また、絶縁層２１の上面２１Ａに液状又はペースト状の絶縁性樹脂をス
ピンコート法などにより塗布し、その絶縁性樹脂をフォトリソグラフィ法によりパターニ
ングして絶縁層３１を形成する。
【００６７】
　次いで、図６（ｃ）に示す工程では、図５（ｃ）～図６（ａ）に示した工程と同様に、
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例えばセミアディティブ法により、貫通孔３１Ｘに充填されたビア配線と、そのビア配線
を介して配線層３０と電気的に接続され、絶縁層３１の上面に形成された配線パターンと
を有する配線層３２を形成する。
【００６８】
　次に、図６（ｄ）に示す工程では、図６（ｂ）に示した工程と同様に、絶縁層３１上に
、配線層３２の上面の一部を露出する貫通孔３３Ｘを有する絶縁層３３を形成する。続い
て、図５（ｃ）～図６（ａ）に示した工程と同様に、例えばセミアディティブ法により、
貫通孔３３Ｘに充填されたビア配線と、そのビア配線を介して配線層３２と電気的に接続
され、絶縁層３３の上面に形成されたパッドＰ２とを有する配線層３４を形成する。なお
、必要に応じて、パッドＰ２の表面に表面処理層を形成するようにしてもよい。
【００６９】
　以上の製造工程により、絶縁層２１の上面２１Ａに配線構造１３が形成される。
　次に、図７（ａ）に示す工程では、最下層の配線層２６の下面の一部を露出させるため
の開口部１２Ｘを有するソルダレジスト層１２を、絶縁層２１の下面２１Ｂに積層する。
このソルダレジスト層１２は、例えば、感光性のソルダレジストフィルムをラミネートし
、又は液状のソルダレジストを塗布し、当該レジストを所要の形状にパターニングするこ
とにより形成することができる。これにより、ソルダレジスト層１２の開口部１２Ｘから
配線層２６の下面の一部が外部接続用パッドＰ１として露出される。なお、必要に応じて
、外部接続用パッドＰ１上に表面処理層を形成するようにしてもよい。
【００７０】
　以上の製造工程により、各個別領域Ａ１に、配線基板１０に対応する構造体が製造され
る。なお、図７（ａ）に示すように、ソルダレジスト層１２及び絶縁層２１，３１，３３
は、金属板２０の外周部Ｃ１の一部にまで延出するに形成されている。
【００７１】
　次に、ダイシングソー等により、図中の破線で示す切断位置におけるソルダレジスト層
１２、金属板２０、絶縁層２１，３１，３３及び配線層２６を切断し、つまり図７（ａ）
に示した構造体を個別領域Ａ１毎に切断し、個別の配線基板１０に個片化する。このとき
、図７（ｂ）に示すように、切断面である、ソルダレジスト層１２の側面と絶縁層２１の
側面と金属板２０の側面と絶縁層３１，３３の側面とが略面一に形成される。また、本工
程により、個片化された配線基板１０の金属板２０は、フレーム６０から分離される。
【００７２】
　以上の製造工程により、図１に示した配線基板１０を製造することができる。
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
　（１）コア基板１１のコア材として、機械的強度（剛性）の高い金属板２０を設けたた
め、コア基板１１の剛性を高めることができる。例えば、コア基板１１が薄くなった場合
であっても、金属板２０によってコア基板１１の剛性を確保することができ、ひいては配
線基板１０の剛性を確保することができる。このため、配線基板１０全体を薄型化しつつ
も、配線基板１０に反りが発生することを好適に抑制することができる。
【００７３】
　（２）金属板２０を、絶縁層２１の厚さ方向の中心位置Ｄ１よりも上側に片寄らせて設
けるようにした。これにより、機械的強度の高い金属板２０の位置を、配線基板１０の厚
さ方向の中心に近づけることができる。このため、配線基板１０を上下方向に見たときの
構造を、金属板２０を中心として上下対称の構造に近づけることができる。この結果、配
線基板１０を反りに強い構造とすることができるため、配線基板１０に反りが発生するこ
とを好適に抑制することができる。
【００７４】
　（３）さらに、金属板２０が配線基板１０全体の厚さ方向の中心に配置されるように、
金属板２０の上面２０Ａに形成された絶縁層２１（絶縁層２２）の厚さと金属板２０の下
面２０Ｂに形成された絶縁層２１（絶縁層２３）の厚さとを設定した。これにより、配線
基板１０を上下方向に見たときの構造を、金属板２０を中心として上下対称の構造により
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近づけることができる。この結果、配線基板１０に反りが発生することをより好適に抑制
することができる。
【００７５】
　（４）ところで、従来のコア基板としては、ガラスクロスなどの補強材に熱硬化性の絶
縁性樹脂を含浸させ硬化させた、いわゆるガラスエポキシ基板が用いられることが多い。
このガラスエポキシ基板では、多数のガラスクロスの各々の表面が薄い樹脂層によって被
覆されている。このようなコア基板の上面をＣＭＰ等により研磨して薄化すると、コア基
板内のガラスクロスがコア基板の上面に露出しやすい。ガラスクロスが露出すると、コア
基板の上面の平坦化が困難となるため、コア基板の上面側に配線構造１３と同様の微細配
線構造を形成するためには、コア基板の上面に樹脂層を積層する必要がある。この場合に
は、平坦化するために設けた樹脂層によって、配線基板の薄型化が阻害される。
【００７６】
　これに対し、配線基板１０では、１枚の薄い金属板２０をコア材として絶縁層２１に内
設したため、絶縁層２１の上面２１Ａを研磨したときにその上面２１Ａに金属板２０が露
出されることを好適に抑制できる。これにより、絶縁層２１の上面２１Ａの平坦化を研磨
によって容易に行うことができるため、絶縁層２１の上面２１Ａに配線構造１３を直接形
成することができる。このため、配線基板１０全体を薄型化することができる。
【００７７】
　（５）フレーム６０は、金属板２０が固定されてから金属板２０が分離されるまでの間
、金属板２０の外周部Ｃ１を外方に引っ張った状態で金属板２０を固定するようにした。
これにより、製造途中の各工程において、金属板２０に反りが発生することを好適に抑制
できる。ひいては、製造途中の構造体（配線基板１０）に反りが発生することを好適に抑
制できる。
【００７８】
　（他の実施形態）
　なお、上記実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる。
　・上記実施形態では、図５（ａ）に示した工程において、絶縁層２１の上面２１Ａに形
成された導電層６１をパターニングし、絶縁層２１の上面２１Ａに形成された導電層６１
の一部を除去するようにした。これに限らず、絶縁層２１の上面２１Ａに形成された導電
層６１をパターニングする工程を省略してもよい。この場合には、例えば図５（ｂ）に示
す工程において、絶縁層２１の上面２１Ａ全面を被覆する導電層６１が研磨により除去さ
れる。
【００７９】
　・上記実施形態の配線基板１０の製造方法において、ソルダレジスト層１２は、最下層
の配線層２６を形成した後であればいつ形成してもよい。例えば、絶縁層２１の上面２１
Ａを研磨する工程（図５（ｂ）参照）の直後にソルダレジスト層１２を形成するようにし
てもよい。
【００８０】
　・上記実施形態の絶縁層３３の上面にソルダレジスト層を形成してもよい。
　・上記実施形態では、多数個取りの製造方法に具体化したが、単数個取り（一個取り）
の製造方法に具体化してもよい。
【００８１】
　・上記実施形態では、金属板２０が配線基板１０全体の厚さ方向の中心付近に配置され
るように、絶縁層２２，２３の厚さを設定するようにしたが、これに限定されない。例え
ば、絶縁層２２の厚さを絶縁層２３よりも薄く設定するだけでもよい。このような構造で
あっても、上記実施形態の（１）、（２）、（４）の効果と同様の効果を奏することがで
きる。
【００８２】
　・上記実施形態では、貫通電極２５の上端面２５Ａを絶縁層２１の上面２１Ａと面一に
なるように形成した。これに限らず、例えば、貫通電極２５の上端面２５Ａを、絶縁層２
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５Ａを、絶縁層２１の上面２１Ａよりも上方に突出するように形成してもよい。
【００８３】
　・上記実施形態では、配線基板１０に半導体チップ５０を実装するようにした。これに
限らず、例えば、半導体チップ５０の代わりに、チップコンデンサ、チップ抵抗やチップ
インダクタ等のチップ部品や水晶振動子などの電子部品を配線基板１０に実装するように
してもよい。
【００８４】
　・また、半導体チップ５０、チップ部品及び水晶振動子などの電子部品の実装の形態（
例えば、フリップチップ実装、ワイヤボンディング実装、はんだ実装又はこれらの組み合
わせ）などは様々に変形・変更することが可能である。
【００８５】
　・上記実施形態のコア基板１１における配線層２６、貫通電極２５及び絶縁層２１の層
数や配線の取り回しなどは様々に変形・変更することが可能である。例えば、絶縁層２１
の下面２１Ｂに配線層と絶縁層とを複数層積層するようにしてもよい。
【００８６】
　・上記実施形態の配線構造１３における配線層３０，３２，３４及び絶縁層３１，３３
の層数や配線の取り回しなどは様々に変形・変更することが可能である。
　・上記実施形態の配線基板１０に形成された貫通孔の断面形状は特に限定されない。例
えば、配線基板１０に形成された貫通孔をストレート形状（断面視略矩形状）に形成する
ようにしてもよい。
【００８７】
　・上記実施形態並びに各変形例は適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００８８】
　１０　配線基板
　１１　コア基板
　１２　ソルダレジスト層（最外絶縁層）
　１３　配線構造
　２０　金属板
　２０Ｘ　貫通孔（第１貫通孔）
　２１～２４　絶縁層（第１絶縁層）
　２５　貫通電極
　２６　配線層（第１配線層）
　３０　配線層（第２配線層）
　３１　絶縁層（第２絶縁層）
　３２　配線層
　３３　絶縁層
　３４　配線層（最上層の配線層）
　４０　半導体装置
　５０　半導体チップ
　６０　フレーム
　６１　導電層
　Ｃ１　外周部
　Ｐ２　パッド
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